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【緒言】SiCのバルク溶液成長において，µmオーダーの高低差を持つマクロステップが形成する

ことで知られる Si-Cr系溶媒に Alを添加すると，成長表面の平坦化および 4H ポリタイプの安定

化が報告されている[1]．一方，ポリタイプ制御の観点では，SiCの薄膜 VLS成長においても， Si

基の合金溶媒に Alを添加すると，4Hポリタイプが安定化することが知られている[2, 3]．そこで，

本研究では，当研究室で開発された高温真空レーザー顕微鏡装置[4]を用いて Si および Si-Cr 溶媒

に Alを添加した SiC/液相成長界面のその場観察を行ったのでその結果について報告する． 

【実験】実験装置の概略図を図 1に示す．フッ化水素酸で酸化被膜を

除去し，パルスレーザー堆積（PLD）法によりSi薄膜を被覆したon-axis 

C面の 4H-SiCシード基板と，カーボン板上に貼り付けた別の SiC原

料基板とで溶媒となる合金粉末（Si，Si-Al，Si-Cr および Si-Cr-Al）

を挟み込んだ試料を用意し，ホルダーに固定した．次に，チャンバー

内を排気し真空状態とした後，Nd:YAG レーザーで試料を加熱し Si

合金粉末を融解させ，温度測定と同時に共焦点レーザー

顕微鏡でシード基板/溶媒界面を直接観察した．  

【結果と考察】図 2に各種溶媒を用いた共焦点レーザー

顕微鏡観察像を示す．図 2(a)と(b)の比較より，Si溶媒へ

Al を添加することで，より低温で SiC ステップフロー

成長が促進され，その結果として 4Hポリタイプの成長

が安定化されることが示唆された．また図 2(c), (d)に示

す通り，1800℃で Si-Cr 系溶媒を用いて成長させた SiC

表面には激しいステップバンチングが発生し，図 2(a), 

(b)と比較し非常に荒い成長界面が得られた．さらに激

しくバンチングしたステップどうしが衝突し成長面にトレンチが形成される様子も観察された． 
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図 1：装置概略図 

図 2：共焦点レーザー顕微鏡観察像 
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